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o 

t*** (57) Abstract: The invention relates to a component (1) comprising a large number of light-emitting-diode chips (5) in a reflector 

2^ (3), the latter being configured in such a way that the direct line of vision between the light-emitting-diode chips (5) is interrupted 

<S by an intermediate wall (11). This significantly improves the effectiveness of the component (1). 

Q (57) Zusammenfassung: Ein Bauelement (1) mit einer Vielzahl von Lumineszenzdiodenchips (5) in einem Reflektor (3) ist so 
ausgebildet, daB die unmittelbare Sichtlinie zwischen den Lumineszenzdiodenchips (5) durch eine Zwischenwand (11) unterbrochen 

^ ist. Dadurch wird der Wirkungsgrad des Bauelements (1) wesentlich verbessert. 
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Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge- 
genstand der abhangigen Anspruche. 

Nachfolgend werden Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung im ein- 
zelnen anhand der beigefugten Zeichnung erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine Aufsicht auf ein mit einer Vielzahl von Lumi- 
neszenzdiodenchips ausstattbares Bauelement; 

Figur 2 eine Querschnittsansicht entlang der Schnittlinie 
II -II in Figur 1; und 

Figur 3 eine Querschnittsansicht durch ein abgewandeltes 
Ausfuhrungsbeispiel des Bauelements. 

Figur 1 zeigt eine Aufsicht auf ein Bauelement 1, das nach- 
folgend anhand der Figuren 1 und 2 naher erlautert wird. Das 
Bauelement 1 weist ein Gehause 2 auf, in dem eine Vertiefung 
3 ausgebildet ist. Die Vertiefung 3 mit ihren abgeschragten 
Seitenwanden 4 dient als Reflektor fur die in der Vertiefung 
3 angeordneten Lumineszenzdiodenchips 5. Die Lumineszenz- 
diodenchips 5 sind auf einem Kontakttrager 6 (leadframe) an- . 
geordnet, dessen AnschluSelemente 7 seitlich aus dem Gehause 
2 herausragen. Der Kontakttrager 6 liegt abschnittsweise un- 
ter Abdeckschichten 8, die der Fixierung des Kontakttragers 6 
dienen. Aufterdem ist der Kontakttrager 6 in einzelne Lande- 
platze fur die Lumineszenzdiodenchips 5 und Anschlufcf lachen 
10 fur die zum Bonden der Lumineszenzdiodenchips 5 verwende- 
ten Bonddrahte unterteilt. Die zum Anschlufi der Lumineszenz- 
diodenchips 5 verwendeten Bonddrahte sind in den Figuren 1. 
und 2 nicht dargestellt. 

Die Lumineszenzdiodenchips 5 sind in dem Gehause 2 typischer- 
weise in einem Abstand von 0,8 mm angeordnet, gemessen je- 
weils von der Mitte der Lumineszenzdiodenchips 5. Zwischen 
den Landeplatzen 9 fur die Lumineszenzdiodenchips 5 befindet 
sich ein etwa 0,2 mm breiter Spalt . Bei dem in den Figuren 1 



Printed from Mimosa 05/03/21 09:00:30 Page: 3 



WO 02/17401 



PCT/DE01/03198 



3 

und 2 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wird der Spalt im 
Kontakttrager 6 zwischen den Landeplatzen 9 mit der Zwischen- 
wand 11 mit im Querschnitt keilformigen Wanden ausgenutzt. 
Durch die Zwischenwand 11 wird der unmittelbare Sichtkontakt 
zwischen den Lumineszenzdiodenchips 5 unterbrochen. Daher 
kann die von einem der Lumineszenzdiodenchips 5 ausgehende 
Strahlung nicht unmittelbar von einem der anderen Lumines- 
zenzdiodenchips 5 absorbiert werden. Aus diesem Grund ist die 
Lichtleistung des Bauelements 1 in etwa gleich der Summe der 
Lichtleistungen der einzelnen Lumineszenzdiodenchips 5. 

Durch den keilformigen Querschnitt der Zwischenwand 11 ist 
sichergestellt, dafi das auf die Zwischenwand 11 auftreffende 
Licht nach aufcen reflektiert wird. Die Hohe der Zwischenwand 
11 sollte vorteilhafterweise bis zu 25 %, vorzugsweise bis zu 

10 %, iiber der Hohe der Lumineszenzdiodenchips 5 liegen. Die 
Hohe wird dabei jeweils vom Boden der Vertiefung 3 aus gemes- 
sen. Falls die Hohe der Zwischenwand 11 unterhalb der Hohe 
der Lumineszenzdiodenchips 5 liegt, wird die Sichtlinie zwi- 
schen den Lumineszenzdiodenchips 5 nicht vollstandig unter- 
brochen. Wenn umgekehrt die Hohe der Zwischenwand 11 zu gro£ 
ist, nimmt die Zwischenwand 11 auf grund der keilformigen 
Wande zuviel Platz in Anspruch. Fur die Hohe der Zwischenwand 

11 ist demnach jeweils die Abstrahlcharakteristik der Lumi- 
neszenzdiodenchips 5 maSgeblich. Falls die Lumineszenzdioden- 
chips 5 hauptsachlich nach unten abstrahlen, kann auch die 
Hohe der Zwischenwand 11 kleiner als die Hohe der Lumines- 
zenzdiodenchips 5 sein. 

Zur Herstellung des Bauelements 1 wird zunachst der Kontakt- 
trager 6 mit einem thermoplastischen Kunststoff oder Du- 
roplast umspritzt und dann die Lumineszenzdiodenchips 5 auf 
den Landeplatzen 9 abgesetzt und gebondet . AnschlieSend wird 
die Vertiefung 3 mit einem fur die Strahlung der Lumineszenz- 
diodenchips 5 transparenten Harz gefullt. 
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Es sei angemerkt, dafc das gleiche Verfahren auch dann ange- 
wendet werden kann, wenn der Kontakttrager 6 durch eine voll- 
standige Leiterplatte ersetzt ist. In diesem Fall wird die 
Leiterplatte im Bereich der Lumineszenzdiodenchips 5 mit ei- 
5 nem Gehause 2 versehen, das auf die Leiterplatte aufgespritzt 
wird. 

Figur 3 zeigt eine Querschnittsansicht durch ein abgewandel- 
tes Ausfuhrungsbeispiel des Bauelements 1. Bei diesem Ausfuh- 

10 rungsbeispiel wird zunachst das Gehause 2 ausgebildet und 
dann auf der Oberflache des Gehauses 2 die erf orderlichen 
Leiterbahnen 12 hergestellt. Dazu kann die sogenannte CIMID- 
Technik verwendet werden. Im Rahmen dieser Technik wird zu- 
nachst auf der Oberflache des Gehauses 2 eine dunne Metall- 

15 schicht in einer wassrigen L6s\ing abgeschieden und anschlie- 
fiend mit einem Laser strukturiert . Die so strukturierte Me- 
tallschicht wird anschliefiend auf galvanischem Wege verdickt. 
Die Anwendung dieses Verfahrens hat den Vorteil, daS auch die 
Zwischenwand 11 mit einer ref lektierenden Metallschicht uber- 

20 zogen werden kann. Dadurch wird der Wirkungsgrad des Bauele- 
ments 1 weiter verbessert. 
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Patentanspruche 

1. Optoelektronisches Bauelement mit einer Mehrzahl von Lumi- 
neszenzdiodenchips (5) , die nebeneinander in einem gemeinsa- 
men Reflektor (3) angeordnet sind, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

zwischen jeweils zwei Lumineszenzdiodenchips (5) je eine Zwi- 

schenwand (11) angeordnet ist. 

2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Reflektor (3) von einer Vertiefung in einem Kunststoff- 
Gehause (2) gebildet ist. 

3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

die Zwischenwand (11) von einem ref lektierenden Trennsteg ge- 
bildet ist, der insbesondere einen keilformigen Querschnitt 
aufweist . 

4. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
die Lumineszenzdiodenchips (5) auf einem Kontakttrager (6) 
angeordnet sind, der am Boden des Reflektors (3) bzw. der 
Vertiefung verlauft. 

5 . Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
die Lumineszenzdiodenchips (5) an Leiterbahnen (12) befestigt 
sind, die auf dem Reflektor (3) bzw. in der Vertiefung auf 
dem Gehause (2) ausgebildet sind. 

6. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
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der Reflektor (3) mit einem fur die Strahlung der Lumines- 
zenzdiodenchips (5) transparenten Kunstharz vergossen ist. 

7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
mindestens drei Lumineszenzdiodenchips (5) derart im Reflek- 
tor (3) angeordnet sind, dafi sie auf den Eckpunkten eines ge- 
dachten Vielecks angeordnet sind, und Zwischenwande (11) zwi- 
schen den Lumineszenzdiodenchips (5) sternartig auseinander- 
1 auf en. 

8. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
die jeweils zwei Lumineszenzdiodenchips (5) voneinander einen 
Abstand zwischen 0,5 mm und 1 mm, insbesondere von etwa 0,8 
mm aufweisen, gemessen jeweils von der Mitte der Lumineszenz- 
diodenchips (5) . 

9. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Hohe der Zwischenwand (11) bis zu 25 %, insbesondere bis 

zu 10 % uber der Hohe der Lumineszenzdiodenchips (5) liegen. 

10. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 2 oder nach 
einem der Anspruche 3 bis 9 unter Riickbezug auf Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

die Zwischenwand (11) zwischen den jeweils zwei Lumineszenz- 
diodenchips (5) an das Kunststof f -Gehause (2) angeformt ist. 
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